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A microeletrénica emprega interconexdes metalicas na fabricacdo de seus
dispositivos cujas capacitancias parasitas introduzem um grande desafio no
desenvolvimento de dispositivos de melhor desempenho. Uma possivel solugdo para
essa limitacdo na velocidade de transmisséo € a utilizacdo de interconexdes Opticas, em
que fotons sdo empregados no transito da informacdo ao invés de elétrons. Como a
microeletrénica é inteiramente baseada no processamento de silicio h& grande interesse
no desenvolvimento de dispositivos fotdnicos baseados em silicio a fim de facilitar a
integracdo com a tecnologia atual. Entretanto, o desenvolvimento desses dispositivos
tem se provado bastante dificil pelo fato do silicio ndo apresentar as propriedades
Opticas ideais para tal aplicacdo por ser um semicondutor de bandas indiretas. As
técnicas mais promissoras para circundar essa dificuldade tiram vantagem das alteragdes
nas propriedades do silicio quando este se apresenta em estruturas de dimensdes
nanométricas. Neste trabalho, fabricamos dispositivos com nanocristais de silicio
enterrados em um filme de nitreto de silicio que apresentam comportamento
eletroluminescente, emissao de luz devido a passagem de corrente elétrica pelo material,
e caracterizamos suas propriedades dpticas, elétricas e estruturais a fim de otimizar seu
desempenho.

Os dispositivos sao compostos de filmes de nitreto de silicio ndo estequiométrico
(SiNy) depositados via sputtering reativo sobre um substrato de silicio com espessura da
ordem de centenas de nanémetros controldvel pelo tempo de deposicdo. O filme
inicialmente amorfo de SiNy é tratado termicamente a temperaturas 1000 e 1100 °C para
que ocorra a formacdo de nanocristais de silicio dentro do filme, essenciais para que o
dispositivo final apresente as propriedades Opticas desejadas. Por fim, sdo depositados
contatos transparentes para andlise 6ticas compostos de 6xido de indio estanho (ITO),
um dos poucos condutores transparentes a luz visivel. A caracterizacdo da composicéo e
espessura dos filmes depositados é feita através de Espectroscopia de Espalhamento
Rutherford (RBS) no laboratério de implantacdo ibnica e as informacdes de
resistividade elétrica dos dispositivos fabricados sdo retiradas de curvas de corrente-
tensdo caracteristicas tracadas por um analisador de parametros de semicondutores do
laboratério de microeletronica. Foram realizadas medidas de eletroluminescéncia e
fotoluminescéncia para determinar as caracteristicas opticas dos dispositivos fabricados
e observar que sua banda de emissdo se encontra dentro da luz visivel. O estado atual do
trabalho envolve a analise dos resultados das técnicas de caracterizacdo para aprimorar
nosso entendimento dos complexos mecanismos de emissdo de luz e transporte
eletronico envolvidos e suas dependéncias com a estrutura dos filmes de SiNy
(concentracdo de silicio, densidade de nanocristais de silicio e espessura) a fim de
otimizarmos a eficiéncia de emissao dos dispositivos fabricados.



